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The work aim is to build on silicon substrates the nanostructured template-
buffer systems, which is to via the matrix of anodic alumina to create the regu-
lar array of holes in the coated with silicon substrate and then fill them with 
trinitride nanostructures. The methodology consists of a sequence of several 
operations - forming of anodic alumina matrix without barrier layer on the Si 
wafer surface, etching the nanoholes in silicon wafer through anodic alumina. 

 
Для получения качественных пленок нитрида галлия на кремниевых 

подложках необходимо использовать промежуточные буферные слои, 
назначение которых состоит в компенсации механических напряжений, 
обусловленных рассогласованием решеток и разницей ТКР. Темплетно-
буферные слои предлагается формировать путем вытравливания отвер-
стий в поверхностном слое кремниевых подложек через тонкие маски из 
пористого анодного оксида алюминия (ПАОА) и последующим заполне-
нием отверстий наноразмерными столбиками нитридов соединений III 
группы (GaN, AlN, InN). В настоящей работе исследованы особенности 
формирования отверстий на поверхности кремниевых подложек требуе-
мых размеров и глубины методом плазмохимического травления через 
маски ПАОА. 
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Тонкие маски из ПАОА получали анодированием пленок алюминия, 
напыленных непосредственно на Si подложки, в растворах 0.4 М раство-
рах щавелевой (47, 55, 63В) и малоновой (78, 87В) кислот с последующей 
модификацией пористой структуры [1]. В результате проведенных техно-
логической обработки на поверхности Si были сформированы матричные 
маски из АОА со следующими размерами пор и расстояниями между ни-
ми: 50х70; 50х90; 70х60; 90х70, 70х130; 90х130. Травление кремния осу-
ществляли методом ПХТ в среде SF6, CHF3, в среде Ar, варьируя концен-
трациями активного газа и газа носителя, а также мощностью и временем 
травления. Результаты процесса травления оценивали по электронно-
микроскопическим снимкам поверхности обработанных образцов. На ри-
сунке 1, приведены снимки поверхности Si подложек, полученных в оп-
тимизированных электрохимических условиях.  

 

 
а) б) в) 

Рис.1. Cнимки поверхности Si подложек, полученных после ПХТ в среде SF6+ CHF3 (5 мин.) 
(а), после ПХТ в среде SF6+ CHF3 (15 мин.) (б); ПХТ в среде SF6+ CHF3+Ar (20 мин.) (в) 

 
Сформированные темплейты обладают размерами пор от 50 до 

130 нм, с шагом от 120 до 220 нм. Полученные матрицы отверстий отве-
чают требованиям для локального синтеза бездефектных наноструктур 
GaN, которые способны обеспечить согласование решеток для последу-
ющего эпитаксиального наращивания пленок нитрида галлия [2]. Приме-
нение темплетно-буферных слоев позволит обеспечить необходимую для 
коалесценции зародышей поверхностную подвижность атомов без угрозы 
разложения материала.  
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